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1.Theeffectofmechanicalstressonthecapacitahce-Voltage

characteristicsorGaAsMOSdiodes

小 泉 正 治

IIIIVcompoundsemiconductorsuchasGaAshaspiezoelectricproperties.Theeffect

orthemechanicalstressonthecapacitance･voltagecharacteristicsoftheMOSdiodesappears

asthechangeincapacitanceattheconstantgatebiasvoltage.The也eoryforthechangein

capacitancederivedbyM.Kusakaetal.isappliedtotheAl-Al 203-p-GaAsMOSdiode.

Bycomparingthepeakheightofthetheoretical△C-Vgcurvewiththeexperimentalone,
thesurfacestatedensityisdeteminedtobe2-3xlollcm-2ev-1･Forfurtherdevelopment

thenewpreparationofMOSdiodesisalsopursuedexperimentally.

2. Case :Ce3+蛍光体の発光特性

小 川 嘉 彦

case:ce3+蛍光体の発光スペクトルと励起スペクトルを300K,80K,6Kで測定した｡

ce3十イオンのイオン内遷移に起因する発光帯 2T2g(5d)- 2F7/2, 2F5/2(4f)･および励起

帯 2F5/2(4f)- 2T2g(5d)を観測したoそれらのバンドのフォノン構造を解析 し･4f軌道に

対する結晶場定数 Vff),vfif)の値と,スピンー軌道相互作用定数 lf の値を決定した｡
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